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Inventia se referd la tehnologia de obtinere a semiconductoarelor si poate fi utilizata pentru fabricarea dispozitivelor
optoelectronice.

Procedeul de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri de TiO; include degresarea unui substrat de sticla in toluen,
uscarea lui in vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia intru-un reactor de depunere chimica din faza de vapori,
care se purjeaza cu argon timp de 20 min cu viteza fluxului de 100 cm®min, apoi se mireste temperatura substratului
pand la 400°C. Procedeul mai include producerea vaporilor de izopropoxid de titan prin barbotare la temperatura de
90°C. Depunerea straturilor epitaxiale de TiO, se realizeaza prin debitarea separata in reactor a vaporilor de
izopropoxid de titan, transportati cu un flux de argon cu viteza de 40 cm®/min, si unui flux de oxigen cu viteza de 40
cm®min, timp de 30 min.
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